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１．概要（Summary） 

半導体プロセスの微細化に伴い、素子が受ける ESD

等の影響による破壊が多くなっている。本件は信頼性試

験にて破壊した素子を NPF の設備を使用して特定する

事により、トランジスタ素子の改良を目的として行った。 

 

２．実験（Experimental） 

利用した装置 

酸系ドラフト、反応性イオンエッチング装置 

持ち込みの試料がモールド樹脂でパッケージングされ

ていた為、まずは樹脂を開封する作業工程(使用する薬

品、混合比率、温度など)の確認から行った。その後、反

応性イオンエッチング装置及び薬品を用いて開封した試

料のチップ内部の破壊した素子の特定を行おうとしたが、

サンプルの種類が複数ある為、各々のプロセスに適した

方法(薬品、混合比率、温度など)を確認する必要があっ

たので、その方法について実験するところから開始した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

今回用いた試料のモールド樹脂の開封には硝酸を主

成分とした薬品と他の薬品の混合比率、温度を何パター

ンか試す事により適した開封条件が確認できた。PO 膜の

除去には反応性イオンエッチング装置を使用して問題な

く除去出来る事が確認できた。今回使用したサンプルの

プロセスにはアルミ配線が使われていた為、燐酸を主成

分とした薬品と他の薬品の混合比率、温度を何パターン

か試す事により適した除去方法が確認できた。(Fig.1) 

バリアメタルについては、反応性イオンエッチング装置の

条件を変える事により、問題なく除去出来る事が確認でき

た。しかし、サンプルによってはパッケージに使用されて

いる材質やワイヤの成分、チップのプロセスが異なる為、

各々のサンプルに適した薬品や混合比率、温度などの条

件を見極める必要性が確認された。 

   

(a)  Before             (b) After 

Fig.1 Characteristic improvement of a transistor by 

de-processing observation. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

今後の課題 

これまでの実験結果により、今回持ち込んだ試料のモ

ールド樹脂の開封(ワイヤには Au を使用)、チップの各層

剥離観察(メタル配線には Al を、バリアメタルには TiW を

使用)の条件(薬品、混合比率及び温度など)が確認できた。

別のサンプルではワイヤに Cu が使用されているもの、チ

ップのメタル配線に Cuが使用されているもの、プロセスが

平坦化処理されているもの、されていないものなどがある

為、各々のサンプルに適した条件を見極めながら、破壊し

たトランジスタ素子の改良を行っていく予定である。また、

上記により素子の破壊以外での不良モードが発生してい

たとしても特定する事が可能性であると考えられる為、プロ

セスも含めた改良を行う予定である。 
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